10.7 Zakladné elektronické prvky

Zakladné elektronické prvky su uvedené v tab. 10.2 az 10.6.

Tabulka 10.2 Polovodi¢ové

prvky na baze elektrického javu

Oznacenie

Principialna konstrukcia

Poznamky

k ¢innosti

k pouzitiu

Plosna diéda

Prud sa sklada z prddu minoritnych nosiCov na

Usmernovag,

I I
O——@§ p II—O okraiji oblasti priestorového naboja | Demodulator.
\_/ a rekombina¢ného prudu v oblasti priestorového
naboja.
U
Hrotova diéda WM Mala bariérova kapacita, inak ako ploSna diéda. Demodulator pre velmi vysoké
» Vg /P frekvencie.
|\ /,'
n-Ge
Schottkyho didda Au Nulovy akumulaény c&as, pretoze nedochadza | Rychla spinacia didda.
k akumulovaniu naboja minoritnych nosicov.
n-Si

Heterodiéda

Maly akumulaény Cas v désledku malej injekcie
minoritnych nosicov.

Spinacia didda.
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Poznamky

Oznacenie Principialna konstrukcia Charakteristické zavislosti
k ¢innosti k pouzitiu
i Vysoké prierazové napétie. | Vykonovy usmerfiovac
Dioda P-I-N a P-S-N O———f p T n Prtd je dany hlavne | v silnoprud.
v rekombinaciou vi-oblasti | elektrotechnike.

(prip. = alebo v oblasti).

Kapacitna diéda

=

Napatova zavislost
bariérovej kapacity.

Parametrické zosilhovanie,

elektronické ladenie,
frekvencéné nasobenie.

< oL Tunelovy jav v désledku | Monostabilny a bistabilny
Tunelova diéda . . % prekrytia pasiem (vysoka | spinac,
O——R p n T dotacia). zosilnovag,
generator vf. kmitov.
vysoko | 1 1
dotovany -20 50 300
—> U [mV]
T Pomocou Specialneho Usmernovanie velmi
Inverzna diéda / leptania sa odstrani vrchol na | malych napéati.
// VA charakteristike.
/
| - |
-20 300
—> U [mV]
f \/ Stabilizacia napatia.
Zenerova didda Lavinovy prieraz prip.
—U

(referenéna diéda)

Zenerov prieraz.
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% V teliesku zo spekaného | Stabilizacia napatia,
Varistor ) N karbidu kremika su paralelne | prepatova ochrana.
(napétovo zavisly O— SiC O f ZT u=cr’ a sériovo pospajané
odpornik) - -100 J (0150003 mikroskopické pn - priechody
spekany /’ l D, m (neusporiadané radenie).
-2
emitor  P828 | lektor Injekcia minoritnych nosicov | Zosilfiovag, generator
Bipolarny tranzistor \ do bazy. Prevazna cast | kmitov, zmieSavac,
E |_E> T L} C tychto nosiCov naboja sa | elektronicky spinac,
o—I p | n p dostane cez bazu ku | tvarovanie impulzov.
kolektoru. Takto mozZno riadit
pomocou hapatia emitor -
h B lls Ve baza Ugs kolektorovy prud.
u $ | Mechanizmus prechodu | Riadeny usmerfiovaé pre
Tyristor <« z vysokoohmového do | vyrobu regulovaného
I l=0 m’zkoohmoyého stavu napétia., riadenia pohonov,
SLEN I ol nloln I (zapalfovanie) spodiva na | regulaciu otacok,
— U zvyseni prudového | jednosmerné a striedavé

zosilfiovacieho  Cinitela so
zvySovanim prdadu. Tento
proces mbze podporovat
vznik nosi¢ov naboja
narazovou ionizaciou.

menice, riadenie odberu
prudu.

Tranzistor riadeny
elektrickym pofom
(MISFET)

Obohatenie vodivého kanala
(v priklade je n-kanal) pod
vplyvom nosi¢ov naboja, ktoré
sa nachadzaju na riadiacej
elektrode (hradlo), izolovanej
od povrchu polovodica.

Zosilhovag, elektronicky
spinac.
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s Ups D ALO, AlLO, Zmena prahového napéatia | Pamatovy prvok pre ROM
MASFET Uee Y L . pomocou zaporne nabitych | paméti.
— I * nenabite Zagpr,ne pasci v Al,O3 (napr.
ALO pasce nabite tunelovanim)
000 -0, pasce
© 0
LrJ LrJ U, U, — U
p - Si

— | kladne . Zmena prahového napéatia | Paméatovy prvok pre
MNOSFET 4 L nenabité pomocou kladne nabitych | pamati typu RAM a RMM.

nabite pasce pasci na stykovej ploche

pasce SiO2-SisNs  a v SisNg  (napr.

tunelovanim)
PO Up1 —>UGS
elektréda z polykrys- Obohatenie  vodivého  p- | Pamatovy prvok pre ROM
FAMOST talickeho Si U o kandla  nabitim  vloZenej | pamati.

oO—> :T\ sl AL A . polykrystalickej hradlovej

olykrystalicka hradlova ; K A

Uss p ; - ! elektrody horucimi elektronmi

«—== (r elektréda zaporne nabita z plazmy ori lavinovom

polykrystalicka hradlova

lo |

2{@ O O] t-sio,

elektroda nenabita

- USD

prieraze
substrat- vytok.

pn-priechodu
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Tabulka 10.3 Polovodi¢ové prvky na baze termoelektrického javu

Poznamky
Oznacenie Principialna konstrukcia Charakteristické zavislosti
k ¢innosti k pouzitiu
Termoclanok = Indikacia teploty.
Vo Vo + Av N Seebeckov jav.
O—I p-InSb I—o
Peltierov ¢lanok U Chladiaci ¢lano.
th ! Peltierov jav.
—> Av
Termistor u S mensi TK Indikacia teploty,
4 Teplotna zavislost vodivosti. stabilizacia pracovného
bodu.
vacsi TK
' — |
Tabulka 10.4 Polovodic¢ové prvky na baze fotoelektrického javu
Poznamky
Oznacenie Principialna konstrukcia Charakteristické zavislosti
k €innosti k pouzitiu
Fotorezistor Zmena odporu pri osvetleni | Indikacia
(generovanie nosi¢ov naboja). osvetlenia.
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h < Pridavné generovanie pri osvetleni | Sine¢na batéria,
SInecna batéria v £ arozdelenie nabojov pdsobenim | fotoclanok.
p X 10 difizneho pola — zdroj napatia.
n 1
-
¢ | |
10 1
L— — @ [Lux]
| —>
I hv - Zvyovanie  zaverného  pradu | Indikacia
Fotodioda - 4 v dosledku pridavnej generacie pri | osvetlenia.
| osvetleni.
/ i ) \ 0 Lux —U
PV 500 Lux
1000 Lux

Ako fotodidda, iba so zosilnenym

Indikaény prvok

Fototranzistor I I ucinkom (zmena naboja v oblasti | so zvySenou
o:I p | n|op Iio bazy vedie kzmene potencidlu | citlivostou.
bariéry emitorového priechodu,
Tl,a atym zvySenie ucinku fotonového
pradu).
Pri vysokych intenzitach | Vyroba
Gunnova diéda elektrického pola dochadza | a zosilfovanie
v intermetalickych polovodi¢och mikrovin,
k medzipasmovému rozptylu, a tym | tvarovanie
k zapornej diferencialnej driftovej | impulzov,
Sn pohyblivosti. To spbsobuje | logické funkcie,
—> U nestabilné javy v objeme (pohyb | pamatanie.

GaAs

,/11,=6200 cm*V/'s’”

-

L,=50 cm’V's"
1 . 1

34 2O—> E[kV/cm]

dipdlovych domén).

187




Tabulka 10.5 Polovodi¢ové prvky na baze galvanomagnetického javu

Poznamky
Oznacenie Principialna konstrukcia Charakteristické zavislosti
k ¢innosti k pouzitiu
Priestorové rozdelenie | Meranie mag. poli,
Hallova sonda nabojov pbsobenim | analégovy nasobic,

Lorentzovej sily.

modulacia, gyrator,
cirkulator.

Magnetorezistor

pofa  (zmena
nosicov naboja).

x Zmena odporu vyvolana
zmenou intenzity mag.

Meranie magnetickych poli.

drahy

Tab. 10. 6 Polovodi¢ové prvky na baze piezoelektrického javu

Oznacenie

Principialna konstrukcia

Poznamky

k ¢innosti

k pouzitiu

Piezorezistor (polovodicovy
merny pasik)

TLAK

Si

Zmena odporu vyvolana tlakom.

Meranie ohybu,
meranie mechanickych veli¢in.

Piezoelektricky meni¢

‘ll T lTLAK

napr.
kremen

TlT

Pri pdsobeni tlaku alebo tahu objavuju sa na niektorych
materiadloch (napr. kremen, turmalin) pozorovatelné naboje
— elektrické napatie.

Premena mechanickych signalov na
elektrické anaopak (napr. meracia
technika, mikrofon).
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